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 Invenţia se referă la domeniul fotonicii, şi anume 
la instalaţiile de detectare a fotonilor, în particular la 
elementele fotosensibile ale detectoarelor de fotoni 
în bază de semiconductori. 

Elementul fotosensibil al detectorului de fotoni 
conţine un substrat dielectric de sticlă (1), pe care 
sunt aplicate un substrat de contact (2), un substrat 
fotosensibil semiconductor (3) din triseleniură de 
arsen (As2Se3) dopat cu staniu (Sn) cu o concen-

traţie în limitele 3,0…5,0 % at. şi un al doilea sub-
strat de contact (4). 

Rezultatul constă în aceea că elementul foto-
sensibil permite o detectare mai precisă a fotonilor, 
posedă sensibilitate fotoelectrică sporită şi o 
memorie fotoelectrică cu o capacitate înaltă. 
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Descriere: 

   Invenţia se referă la domeniul fotonicii, şi la instalaţiile de detectare a fotonilor, în particular la 
elementele fotosensibile ale detectorilor de fotoni pe bază de semiconductori. 

Este cunoscut un detector de fotoni care conţine, un strat fotosensibil confecţionat din semicon-
ductor calcogenic amorf AsSe dopat cu staniu, unde concentraţia de staniu variază în limitele 5 
7,5+10% at. Adaosul de staniu in semiconductorul amorf permite a crea un element fotosensibil al 
detectorilor de fotoni cu o sensibilitate constantă pe parcursul exploatării lui [1].  

Dezavantajul acestui detector de fotoni este procedeul tehnologic complicat de obţinere a 
straturilor amorfe cu caracteristici reproductive datorită concentraţiilor relativ mari de staniu. 

Se cunoaşte, de asemenea, un detector de fotoni care conţine, un strat fotosensibil din semicon-10 
ductor calcogenic vitros As2Se3 dopat cu staniu în concentraţie de 0,1÷2,5% at. Semiconductorul 
calcogenic amorf, dopat cu atomi de staniu până la 2,5% at. conduce la majorarea fotosensibilităţii ca 
rezultat al creării centrelor de captare suplimentare pentru purtătorii majori de sarcină electrică 
(goluri) [2].  

Dezavantajele acestei soluţii este modificarea sensibilităţii fotonilor şi a domeniului spectral de 15 
fotosensibilitate datorită efectului de fotoîntunecare, ce are loc în stratul amorf sub acţiunea luminii, 
totodată, datorită concentraţiei mici de staniu in semiconductorul calcogenic amorf detectorul de 
fotoni nu posedă îndeajuns memorie fotoelectrică. 

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în aceea că elementul fotosensibil propus permite 
detectarea mai precisă a fotonilor, posedă sensibilitate fotoelectrică mărită cu o capacitate înaltă. 20 

Dispozitivul, conform invenţiei înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea că conţine 
un substrat dielectric de sticlă, pe care sunt aplicate un substrat de contact, un substrat fotosensibil 
semiconductor din triseleniură de arsen (As2Se3) dopat cu staniu (Sn) cu o concentraţie în limitele 
3,0…5,0 % at. şi un al doilea substrat de contact. 

Invenţia se explică prin desenele din fig. 1 şi 2, care reprezintă: 25 
- fig. 1, structura schematică a elementului fotosensibil; 
- fig. 2, curbele de relaxare a curentului fotoelectric al elementului fotosensibil, confecţionat din 

As2Se3 (6), As2Se3:Staniu (7) şi As2Se3:Sn3.0. (8). 
Elementul fotosensibil al detectorului de fotoni conţine un substrat dielectric de sticlă (1), pe care 

sunt aplicate un substrat de contact (2), un substrat fotosensibil semiconductor (3) din triseleniură de 30 
arsen (As2Se3) dopat cu staniu (Sn) cu o concentraţie în limitele 3,0…5,0 % at. şi un al doilea substrat 
de contact (4). 

Elementul fotosensibil din semiconductorul calcogenic vitros As2Se3:Sn se depune prin evapo-
rarea termică discretă în vid. Utilizarea metodei de evaporare termică discretă permite obţinerea unui 
substrat fotosensibil din semiconductorul calcogenic vitros care să corespundă materialului iniţial şi 35 
care permite asigurarea caracteristicilor şi parametrilor necesari pentru utilizare în detectori de fotoni. 
Iluminarea detectorului de fotoni are loc atat din partea substratului semiconductor semitransparent de 
contact, cât şi din partea substratului de sticlă. 

Exemplu de realizare a invenţiei. 
Pe un substrat de sticlă 1 cu dimensiunile 76x21x1 mm, prin metoda termică de evaporare 40 

(temperatura de lucru T=400 oC) in vid (10-6 Torr), se depun succesiv: substratul semiconductor 
semitransparent de contact 2 din Au, substratul fotosensibil 3 din semiconductor calcogenic vitros 
As2Se3 dopat cu staniu, concentraţia de staniu fiind de 3,5% at. şi substratul conductor semitrans-
parent de contact 4 din Al. Substratul fotosensibil 3 are grosimea de 2?3 ?m. Pentru o adeziune mai 
bună a substratului semiconductor semitransparent de contact 2, substratului fotosensibil 3 şi sub-45 
stratului de sticlă 1, evaporarea termică se efectuează la temperatura substratului de sticlă 1 de 
T=100?150 oC. După depunerea substraturilor, procesul de sinteză încetează prin micşorarea 
temperaturii până la temperatura camerei. 

La eliminarea substratului fotosensibil in semiconductorul calcogenic vitros are loc generarea 
perechilor de purtători de sarcină de neechilibru (goluri-electroni) care sunt despărţiţi şi puşi în 50 
mişcare decâmpul electric exterior aplicat la substraturile conductoare de contactat. Răspunsul foto-
electric a elementului fotosensibil la includerea şi decontarea luminii este prezentat în fig. 2. După 
cum se observă din fig. 2, numai pentru straturile  amorfe confecţionate din As2Se3 cu concentraţia de  
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Sn in limitele 3,0…5,0 at.% Sn, elementul fotosensibil posedă memorie fotoelectrică (curba 8). 
Straturile amorfe de As2Se3 dopate cu Sn cu concentraţii mai mici decât 3,0 at.% Sn nu posedă efectul 
de memorie fotoelectrică, ori este foarte slab (curbele 6,7). După deconectarea luminii, elementul 5 
fotosensibil confecţionat din As2Se3 dopat cu atomi de Sn în limitele 3,0…5,0% memorizează 
curentul fotoelectric la nivel de 50% timp de câteva secunde. Aceasta se datorează faptului, că la 
doparea semiconductorului amorf cu atomi de staniu se formează noi centre de captare pentru 
electroni. În aşa mod probabilitatea de recombinare a golurilor, care sunt purtători majori de sarcină, 
se micşorează. Aceasta din urmă duce la majorarea timpului de prezenţă a golurilor în banda de 10 
valenţă şi, prin urmare, la păstrarea efectului de fotoconducţie persistentă pentru un timp îndelungat 
după întreruperea luminii. 
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(57) Revendicări:  

 Element fotosensibil al detectorului de fotoni, care conţine un substrat dielectric de sticlă, 
pe care sunt aplicate un substrat de contact, un substrat fotosensibil semiconductor din triseleniură de 
arsen (As2Se3) dopat cu staniu (Sn) cu o concentraţie în limitele 3,0…5,0 % at. şi un al doilea substrat 20 
de contact. 
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Fig. 1 
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